FORMELSAMLING

1l:a ordningens ekvationer som beskriver nMOS transistorns beteendei detre
arbetsregionerna:

2
V
Ips = by (VGS_VT)VDS_TDS} 0<Vps<Vgs— V7

_ by 2,
los = 5 (Ves= Vi) 0<Vgs—Vr<Vps
dér
by = (My€pegi0, Aoy) X(WHL); bp = (M,€p€g0, Aey) X(WHL)

Vi = Vro+ o Vsg| + 2[f | - 42f &])
Definition av k': k,¢= nyeyego Hox 5 Kn®= M€Lso, Ptox

Dynamisk effektférbrukningi CMOS:

2 1
Paynamisk = C*Vpp X-_I-
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L addningsdelning:

' Voo _ Qtot
_}«vA Vout - C_
CAI T CL tot
N - Qtot = CLXVpp + CpXVy
T_ —Vo Ctot = CL T Cap
- _ G XVpp +Cp XV
CA_l—_ __CL VOUt - C + C
= = LtCa

Approximation av stig- och falltid i en CMOSgrind:

K’ C
b xVpp

dér k & en teknologikonstant och C kapacitiv last

CMOSinverterarens DC-massiga over foringsfunktion:

poN 005 peorr: nrow Relation gi Itig i pukten dV,/dV;, = -1i region B:
- ® <—'0N"n'ON'—>‘ . no _ b
,ngi + == 2%V, = (Vpp = [Vrp|) + = xVTn
‘ ‘ L p by
Vou S¥oo| | © :, /p Relation giltig i pukten dV,,/dV;, = -1i region D:
\ N 7 ng& + _po = 2%V + Vo + EP x(vDD_|va|)
o | R n
IS ~ 2 =6 En grinds omsl agspunkt V;, d.v.sdaV;, = Vot
Vin bn
Vop = N1l + Vi b
— p
V, = .
1+ |-F
by
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Symbol

Forklaring

MOS transistorns transkonduktans parameter [A/V?]
eletronmobilitet [m?/\Vs]

h&mobilitet [MmVs]

permabilitet 8.85440°12 [AgVm]
di-elektriktrisk konstant for kiseldioxid (3.9)
tjocklek for gate-oxiden

kanalbredd [m]

kanallangd [m]

trdskelspanning [V]

tréskelspanning vid V=0 [V]

bulk-tréskel parameter [V%5]

Sourcettill bulk spanning [V]

Ytpotential vid kraftig inversion [V]
switchande kapacitans [F]

klockperiod [g]

sannolikheten att en datasignal gor en transition under en
klockperiod
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